
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  
  

 

  احمد زھار: إعداد 
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 ) :القاعدة ( الترانزيستور  .1

 مضخم تيار لمضخم توتر 1.1

 دور الترانزيستور 1.1.1

فإذا كان المستقبل يطلب أكثر من ذلك . mA 20يعطي فقط  741Cمث( ، إن  تيار مضخم عملياتي محدود
 .فيجب التفكير في مضخم التيار

 منظمة تبيانه لتغذية الشكل أسفله يمثل

 120 V 

  ac 
Bloc d'alimentation 

Référence Amplificateur / 

Comparateur 

Élément de 

puissance 

Réseau de  
contre-réaction 

Vers la charge 

Diagramme  fonctionnel 

#1 

#2 

#3 #4 

#5 

 

1الشكل   

التيار فھو يزود المستقبل  العنصر ليس سوى ترانزيستور يقوم بتضخيم. 4#)(على عنصر القدرة  لنركز
 3# ,2#و ذلك تحت مراقبة دوائر المراقبة . حسب تحكم مضخم العملياتي) #1(بالتيار الكافي من منبع التغذية 

 .  5#و

Charge

Diagramme

schématique

#2
#3

#4

#1

#5

IE

 

2الشكل   

  

 عنصر التغذية

عنصر 
 الطاقة

مضخم عملياتي يعمل  المرجع
 المقارنة

 شبكة
رض  –ضد  

 الفعل

 مبيان عملياتي

 مبيان رسمي

  نحو المستقبل
To load 

load 
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 .الشكل أسفله يمثل كيفية عمل  الترانزيستور

 

Base 

Collecteur 

Émetteur 

IB 

IC 

IE 

(Transistor de type NPN) 

IB 

IC 

IE 
 

3الشكل   
 

 .IEو المفرق  ICالذي يتحكم في تيار المجمع  IB يمد القاعدة بالتيارمضخم العمليات ھو الذي 

 . 100يساوي  ßإن ترانزيستور عادي يكون فيه . ßمضاعف بالعامل  IBھو التيار  ICإن التيار 

IC = ß x IB 
 )قانون العقد( IBو   ICليس إ� مجموع  IE التيار 

IE = IC + IB 
 :من المعادلتان السابقتان نستنتج 

 
IE = IB +ß IB 

IE = IB x (ß + 1) : نذإ   
IB = IE / (ß + 1) : و كذلك   

 
 :باختصار

Cas NPN Cas PNP

Uce Uce

Ube Ube

IB

IC

IB

  IC

IEIE 0,7V0,7V  
4الشكل   

 

 المجمع
collector 

Transistor NPN 

 القاعدة

 المنبع
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IC = ß x IB (اشتغال الترانزيستور) 
IE = IC + IB (قانون العقد) 

IE =  (ß + 1) x IB 

 

 

:أمثلة   
  :احسب 

IC = ?  

IE = ? 

 

 :الحل 

IC = ß x IB = 100 x 20µA = 2mA 

IE = IC + IB = 2mA +  20µA = 2.02mA 

 : مثال ___________________________________________________ - #1   

IB = ?  

IC = ? 

 

IB = IE /  (ß + 1) = 915µA / (60 +1) = 15µA 

IC = ß x IB = 60 x 15µA = 900µA  ou encore IC = IE - IB = 915µA - 15µA = 

900µA 

 :مثال  ___________________________________________________ - #2   

 

IB = ? 

IE = ? 

IB = IC / β = 2mA / 80 = 25µA 

IE = IC + IB= 2mA +25µA = 2.025mA 

 :مثال  ___________________________________________________ - #3   

IB  = ? 

IC = ? 

IB = IE /  (ß + 1) = 5.02mA / 251 = 20µA 

 IC = ß x IB =  250 x 20µA = 5mA 

IB = 20uA

β = 100

 

IE = 915uA

β = 60

 

2mA

β = 80

 

IC

β = 250

IE = 5,02mA

IB
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  >DARLI<GTO تركيبة دارلينتون  1.2

فالمبدأ يقوم على أساس أن التيار   .و ذلك للحصول على معامل تضخيم كبير، يمكن جمع ترانزيستورين
IET1 المضخم من طرف الترانزيستور ا�ولT1 أي أن تيار المفرق في الترانزيستور . يتحكم في عمل الثاني

نحصل على تضخيم  تيار قاعدة كبير وبالتالي IBT2ھو تيار القاعدة في الثاني  ßالمضخم بالمعامل  IET1ا�ول 
   .اكبر

T1

T2 T2

T1

 

ة دارلينتونتركيب: 5الشكل   

  :مثال 

 :احسب ؟

ICT1, IET1, IBT2, ICT2, IET2, IT, IT  / IBT1          IBT1 + IT = IET2 

T1

T2
β = 75β = 100

IT
20uA

 

 :الحل 

ICT1 
=  ß x IBT1 = 100 x 20µA = 2mA  

IET1  = IBT1 + ICT1 
= 2mA + 20µA = 2.02mA 

IBT2 = IET1 = 2.02mA 

ICT2 = IBT2 x  ß = 2.02mA x 75 = 151.5mA 

IET2 = IBT2 + ICT2 = 2.02mA + 151.5mA = 153.52mA 

IT = ICT1 + ICT2 = 2mA +151.5mA = 153.5mA 

IT/IBT1 = 153.5mA / 20µA = 7675 

20µA + 153.5mA = 153.52mA !!! (أي عقدة)  

 

T1

T2 β = 75
β = 100

IT
20uA
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 yALPHA (complementar (darlington )أي دارلينتون متكامل(تركيبة ألفا    1.3

T1

T2

T1

T2

 

تركيبة ألفا:  6الشكل   

 

 :مثال ___________________________________________________ - #1   

 .ICT1, IET1, IBT2, ICT2, IET2, IT: احسب 

 

β = 75

β = 50

T2

T1
IT

10uA
 

 :الحل 

ICT1 = 10µA x 75 = 750µA 

IET1 = 10µA + 750µA = 760µA 

IBT2 = ICT1 = 750µA 

ICT2 = 750µA x 50 = 37.5mA 

IET2 = 37.5mA + 750µA = 38.25mA 

IT = ICT2 + IET1 = 37.5mA + 760µA = 38.26mA 

 

β = 75

β = 50

T2

T1
IT

10uA
 

 تركيب ترانزيستور مع مضخم عملياتي 1.4

الشكل أسفله عبارة دارة بسيطة للتحكم في الترانزيستور بواسطة مضخم عملياتي حتى يتسنى تزويد 
 .المضخم ألعملياتي عنهو ذلك لعجز ، المستقبلِ بتيار كافي 
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18V

TIP31
741

β = 100

1A 12V

12R

+

12V

-

68k 1k

51k

270R

1W

+

5,1V

-

1N4733

 
  

إذن دور الترانزيستور ھو . 20mAمضخم عملياتي عادي قدرته ھي و  امبير1يستھلك ) 12Ω(ل المستقبِ 
 .المساعدة

12Ω

Pas cabable!غير قادر 
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Cerveau Muscles 

(ampli.op.) (Transistor) 

ß=100 

9,9mA 

1A 

 

مقارنة للدارة مع اZنسان: 7الشكل   

18V

TIP31
741

β = 100

1A 12V

12R
+

12V

-

68k 1k

51k

270R

1W

+

5,1V

-

1N4733

- 12,9 + 47,8mA

11,6mA

1,7mA

100uA
100uA

5,1V
- 6,8V + - 0,1V +

1A

990mA

1,06A

9,9mA

12,7V + 0,7V -

 
 

  .ھو تيار تغذية المضخم  1.7mAالتيار 
 

 

)المضخم(الدماغ    )               الترانزيستور(العضلة   


